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CAPITULO 1: INTRODUCCION

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesién

de una solicitud de proteccion de una topografia de semiconductor.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 11/1988, de 3
de mayo, de proteccion juridica de Topografias de los Productos Semiconductores; el
Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de proteccion juridica de las topografias de
los productos semiconductores y el Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se
amplia la proteccion juridica de las topografias de los productos semiconductores a los

nacionales de los miembros de la Organizacién Mundial del Comercio.

Estas directrices no tienen el caracter vinculante de un texto juridico y se han elaborado
con el objeto de proporcionar orientaciones practicas en la aplicacion de los diferentes
textos legales en vigor. Aunque estan dirigidas a los examinadores, permiten a los
solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las

razones adoptadas en los informes y resoluciones.

La primera ventaja de los circuitos integrados es, sin duda alguna, la reduccién de
tamafio de los equipos electrénicos. De hecho, los primeros tipos se desarrollaron bajo el

impulso de los programas espaciales, donde el peso y el tamafio son criticos.

En la actualidad, es posible reunir en una superficie de un centimetro cuadrado y con un
grosor de pocas décimas de milimetro millones de transistores funcionando

coordinadamente.

Las funciones de los semiconductores dependen en gran medida de sus topografias: las
estructuras y disposicion de los elementos, asi como de las distintas capas que
componen el circuito integrado (lo que en definitiva constituye su topografia), son
resultado directo del disefio y representan una parte importante del esfuerzo creativo,

exigiendo su concepcion recursos humanos, técnicos y financieros.
Como consecuencia de ello, el coste del disefio resulta ser elevado al requerir:

= ¢l disefio del circuito funcional

= el de cada elemento individual del circuito
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= el de la disposicibn geométrica y

= ¢l de las interconexiones.

Es, en cambio, relativamente facil copiar este disefio, y este coste de copia muy inferior al

necesario para su desarrollo, lo que lleva directamente a la pirateria.

SECCION 1: LEGISLACION INTERNACIONAL APLICABLE

1.1 LA PROTECCION EN LA UNION EUROPEA

La Directiva para la proteccion legal de productos semiconductores fue adoptada por el
Consejo de la UE el 16 de diciembre de 1986

(http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1410) con el fin de armonizar la proteccion

de la tecnologia de los semiconductores. La Directiva establece algunas pautas a seguir

por los Estados miembros:

1. No debe ser protegido el microchip en si mismo, sino su topografia, esto es, "el
patrén tridimensional de las capas de las que un semiconductor estd compuesto”.
Una topografia puede protegerse si es el "resultado del esfuerzo intelectual de su
creador y no es comun en la industria de los semiconductores".

2. El titular del derecho debe ser nacional de una estado miembro de la UE o tiene
gue comenzar la explotaciébn comercial en la UE. De otra manera, la proteccion
depende de las declaraciones especiales de los estados miembros de acuerdo
con la Comision.

3. El titular del derecho tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la

reproduccién o explotacién comercial.

1.2 ADPIC

Tras el fracaso en sacar adelante un Tratado para la proteccion de los circuitos
integrados, la proteccion de la tecnologia de los semiconductores fue regulada en la
Seccion 6 del Anexo 1C (articulos 35 a 38) del Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994
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http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal s/27-trips.pdf. Estos articulos se reproducen a

continuacion.

1.3 ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
(SECCION 6 DEL ANEXO 1C)

Articulo 35: Relaciéon con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar proteccion a los esquemas de trazado
(topografias) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo
"esquemas de trazado") de conformidad con los articulos 2 a 7 (salvo el parrafo 3
del articulo 6), el articulo 12 y el péarrafo 3 del articulo 16 del Tratado sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse ademas a
las disposiciones siguientes

Articulo 36: Alcance de la proteccién

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 37, los Miembros
considerardn ilicitos los siguientes actos si se realizan sin la autorizacion del titular
del derecho: la importacién, venta o distribucibn de otro modo con fines
comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que
esté incorporado un esquema de trazado protegido o un articulo que incorpore un
circuito integrado de esa indole s6lo en la medida en que éste siga conteniendo

un esquema de trazado ilicitamente reproducido.

Articulo 37: Actos que no requieren la autorizacion del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36, ningin Miembro estara obligado
a considerar ilicita la realizacién de ninguno de los actos a que se refiere dicho
articulo, en relacién con un circuito integrado que incorpore un esquema de
trazado ilicitamente reproducido o en relacibn con cualquier articulo que
incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos
actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el

circuito integrado o el articulo que incorpora tal circuito integrado, que
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incorporaba un esquema de trazado reproducido ilicitamente. Los Miembros
estableceran que, después del momento en que esa persona reciba aviso
suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilicitamente,
dicha persona podré realizar cualquier acto con respecto al producto en
existencia o pedido antes de ese momento, pero podra exigirsele que pague al
titular del derecho una suma equivalente a la regalia razonable que
corresponderia pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema
de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del articulo 31 se
aplicardn mutatis mutandis en caso de concesién de cualquier licencia no
voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o0 para

los gobiernos sin autorizacion del titular del derecho.
= Articulo 38: Duracién de la proteccién

1. En los Miembros en que se exija el registro como condicién para la proteccion,
la proteccion de los esquemas de trazado no finalizara antes de la expiracion
de un periodo de 10 afios contados a partir de la fecha de la presentacion de
la solicitud de registro o de la primera explotacién comercial en cualquier parte
del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condicién para la
proteccion, los esquemas de trazado quedaran protegidos durante un periodo
no inferior a 10 afios contados desde la fecha de la primera explotacion
comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los péarrafos 1y 2, todo Miembro podra establecer
gue la proteccidon caducara a los 15 afios de la creacion del esquema de

trazado.

1.4 EL OBJETO DE PROTECCION EN LOS ADPIC

El objeto de proteccion viene definido en el Art. 35 que se refiere a su vez al malogrado
Tratado sobre la Proteccion de la Propiedad Intelectual en relacion con los circuitos

Integrados  http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=295138, adoptado en Ila

conferencia diplomatica de la OMPI en Washington el 26 de mayo de 1989. Los ADPIC
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adoptaron las definiciones del Tratado, que en su articulo 2, apartados (i) y (ii), define la
topografia (es decir, el disefio del layout) como:

“(i) se entendera por «circuito integrado» un producto, en su forma final o en una forma
intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento
activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la
superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una funcién

electronica.

(i) se entenderd por «esquema de trazado (topografia)» la disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha

disposicién tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

En definitiva, se protege la estructura tridimensional de los elementos de un circuito sobre
un substrato de semiconductor, que tiene una topografia especifica. Cada circuito

integrado funciona de acuerdo con un diagrama distinto.

La definicién es, como se ve, practicamente la de la directiva de la UE.

1.5 REQUISITOS DE PROTECCION EN ADPIC

En ADPIC hay basicamente dos requisitos de proteccion: en primer lugar, deben ser
originales en el sentido de que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador vy,
en segundo lugar, no deben ser corrientes entre los creadores de esquemas de trazado

(topografias) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacion.
Estos requisitos combinan elementos de la propiedad industrial y de la propiedad

intelectual. No existen hasta la fecha referencias en la jurisprudencia aplicada que

puedan dar elementos de juicio para determinar su alcance.
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CAPITULO 2: EL MODO DE PROTECCION

Debido a la facilidad de su copia, se consider6 necesario proteger de alguna manera
efectiva a los creadores de este tipo de disefios que son las topografias. Analizando
distintas opciones, puede estudiarse su proteccion:

= Como Patente de invencion.
Para poder optar a la concesion de una patente, una invencién debe cumplir con los
requisitos de novedad y actividad inventiva. Es esta condicion de actividad inventiva la
gue crea problemas en el caso de la mayoria de los esquemas de trazado de circuitos

integrados semiconductores.

Un esquema de trazado no es el resultado sorprendente de una actividad inventiva, sino
de un ingente trabajo realizado entre equipos de expertos muy especializados y con la
ayuda de equipo sofisticado. Tal trabajo intensivo no puede considerarse como actividad

inventiva y por tanto, no podria concederse como una patente de invencion.

= Como Modelo de Utilidad.
Es el mismo caso anterior, aunque en algunas legislaciones como la espafiola, la
actividad inventiva requerida para los modelos de utilidad sea de un nivel inferior al que
se requiere para las patentes de invencion.

= Como Disefio Industrial.

Presenta dificultades de aplicacion al tratarse con esta modalidad de la proteccion de

creaciones estéticas.

= Como Propiedad intelectual.
Para que fuese protegido como derecho de autor, habria que plantearse la cuestion de si
tal esquema podria considerarse como una produccién en el campo literario, cientifico o

artistico. Porque, en realidad, aunque constituya una creacion intelectual, el esquema de

trazado viene determinado por consideraciones técnicas y tiene un caracter puramente
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utilitario. Es, por tanto, dudoso que el esquema pueda considerarse una obra a la que
pueda aplicarse el derecho de autor.

= Frente a la Competencia desleal.

En este capitulo, se exige la existencia de un acto de competencia. Es el caso de una
empresa comercial que vende articulos que contienen circuitos integrados (CIs) con un

esquema de trazado copiado. Por ejemplo, equipos de television con Cls falsificados.

Esta empresa, normalmente, sélo podra ser demandada por otra empresa competidora,
es decir, que venda también equipos de televisidbn, pero no necesariamente sera

demandada por el creador del esquema de trazado.

Ademas, un acto de competencia desleal puede variar segun el juez que decida la
cuestion. Por lo tanto, es dificil saber qué es un acto de competencia desleal y qué no lo
es.

= Mediante Leyes especificas.

Las primeras leyes en torno a las topografias de los productos semiconductores son las
de EEUU en 1984, Jap6n en 1985 y la Directiva Europea de 1986, relativa a la
armonizacion de las leyes en este sentido, con incidencia directa en el funcionamiento del

mercado comunitario.

Consecuencia de esta Directiva es la Ley 11/1988 de 3 de mayo de Proteccion Juridica

de las Topografias de los Productos Semiconductores.

Esta ley va dirigida a proteger los esquemas de trazado, la configuraciéon o disposicion
tridimensional de los elementos de un circuito, en el que los elementos activos, las
interconexiones y los elementos pasivos forman parte del cuerpo de:

= un sustrato semiconductor,

* una microplaqueta semiconductora,

» un chip o circuito integrado.

SECCION 1: ALCANCE DE LA PROTECCION Y CONCEPTOS
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1.1 ALCANCE DE LA PROTECCION

A los efectos de la Ley 11/1988 y segun su Articulo 1:

1. Un producto semiconductor es la FORMA FINAL o INTERMEDIA de cualquier

producto:

Constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor.

gue tenga una 0 mas capas suplementarias de materiales conductores, aislantes
0 semiconductores, dispuestas en funcion de una estructura predeterminada.
destinado a desempefar, exclusivamente o junto con otras funciones, una funcion

electrénica.

2. Topografia de un producto semiconductor: esta constituido por una serie de

imagenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o

interconectadas:

a.

Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el
producto semiconductor.

en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las
superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricacion.

3. Explotacion comercial: la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier

otro método de distribucién comercial o una oferta con dichos fines.

Por otra parte y en sucesivos articulos, la Ley 11/1988 también establece cuéales son:

Los requisitos de proteccion (Articulo 2).

Derecho a la proteccién (Articulo 3).

Cémo debe efectuarse el registro de la topografia (Articulo 4).
Cual es el contenido de los derechos exclusivos (Articulo 5).
Licencias obligatorias (Articulo 6).

Duracién de la proteccién (Articulo 7).

Acciones por violacion de derechos exclusivos (Articulo 8).
Extension de la proteccion (Articulo 9).

Signos indicativos de la proteccién (Articulo 10).

Mantenimiento de otras disposiciones legislativas (Articulo 11).
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1.2 CONCEPTOS PROTEGIBLES

Desde el punto de vista de los productos y topografias de semiconductores, se pueden
establecer tres conceptos protegibles de acuerdo al nivel del disefio que se pretende
proteger mediante esta modalidad. Estos tres conceptos recogen los distintos niveles a
los cuales se puede circunscribir el esfuerzo de disefio de un producto basado en
semiconductores, esto es: a nivel del componente electronico, a nivel del chip o circuito
integrado y a nivel del circuito o placa base que incorpora a los anteriores. En todos los
casos se trata de proporcionar la proteccion al disefio de uno o varios elementos que
incorporan materiales semiconductores. Ello junto con otros materiales necesarios
(metales, aislantes u otros) y de las interconexiones entre ellos, para el desarrollo de una
funcién eléctrica o electrénica de manera que el conjunto se dispone sobre uno o varios

sustratos, en capas, con una configuracién especifica.

Debido a los enormes avances en la miniaturizacibn de los componentes y en las
técnicas de integracion, las escalas de tamafio empleadas han ido reduciéndose en la
misma medida en el transcurso de las Ultimas décadas. Desde el nivel mas basico y
reducido en tamafio al nivel mas complejo y de tamafio mas importante, se proporcionan
a continuacién unos ejemplos meramente ilustrativos de cada uno de los tres conceptos

susceptibles de encaje dentro de esta modalidad de proteccion.
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Ejemplo 1: Componente electréonico

Al nivel de componente electronico, se puede citar por ejemplo el disefio o
configuracion especifica de un transistor, diodo u otro componente electronico cuya
configuracion incluya el empleo de materiales semiconductores y técnicas de
litografia. Ello incluye el propio componente en su composicion por capas de material
y los elementos pasivos que permiten su integracion en el sustrato sobre el que se ha
depositado, como en la siguiente Figura.
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Ejemplo 2: Circuito inteqrado o chip

El segundo nivel de complejidad y que conceptualmente se basa en la integracion de
multiples componentes electronicos en un Unico circuito integrado o chip queda
plasmado en las siguientes ilustraciones. Se puede ver un dispositivo de este tipo
ensamblado, asi como un disefio de su topografia. Esta topografia incluye
componentes sobre un sustrato semiconductor, pistas metdlicas para la interconexiéon
de estos elementos, asi como los conocidos como pines que permiten la conexién o
integracion del chip en un circuito mas amplio. Entre este tipo de dispositivos se

pueden citar por ejemplo memorias, procesadores o dispositivos de E/S.

Ejemplo 3: Circuito electronico sobre placa base

A partir de los elementos anteriores se pueden disefiar circuitos electronicos con
funcionalidades mas complejas en las que intervienen multiples chips y componentes
gue quedan dispuestos en un determinado sustrato (en una o varias capas) y realizan
conjuntamente una determinada funcion. El esfuerzo del disefio se centra en este
caso en la configuracion de los distintos elementos del circuito y su disposicién sobre
una placa mediante la cual quedan interconectados. Pueden verse, en las siguientes

ilustraciones, dos ejemplos de circuitos electronicos genéricos sobre una placa base.

Liciv cvan -
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SECCION 2: PROCEDIMIENTO DE CONCESION |: PRESENTACION Y REQUISITOS

De acuerdo con el Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucién de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Proteccion
Juridica de las Topografias de los Productos semiconductores, se establecen las
siguientes caracteristicas para el procedimiento de tramitacion. De entre ellas, el Lugar
de Presentacion queda recogido en la Ley 11/1988, mientras que el resto de elementos
se detallan en el Reglamento de ejecucion de la misma.

2.1 LUGAR DE PRESENTACION

Originalmente y segun la Ley 11/1988, de 3 de mayo, los lugares de presentacion

previstos eran:

= Articulo 4.1. Lugar de presentacion.

1. La solicitud de registro podra presentarse:

a) Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial.

b) En las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energia, salvo en
el caso previsto en el apartado c) siguiente.

c) En los Organos competentes de las Comunidades Auténomas que tengan
reconocida la competencia para la ejecucion en materia de propiedad
industrial.

d) En las oficinas de Correos, de acuerdo con el articulo 66.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958.

2. En los casos contemplados en los apartados b) y ¢) la unidad administrativa que

haya recibido la solicitud la remitira al Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y segun su

articulo 16.4, se podra realizar la presentacion de una solicitud:

“4. Los documentos que los interesados dirijan a los 6rganos de las

Administraciones Publicas podran presentarse:

Enero 2019 12
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a) En el registro electrénico de la Administracion u Organismo al que
se dirijan, asi como en los restantes registros electronicos de
cualquiera de los sujetos a los que se refiere el articulo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se
establezca.

c) En las representaciones diplomaticas u oficinas consulares de
Espafia en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electronicos de todas y cada una de las Administraciones, deberan ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informética e
interconexion, asi como la transmision telematica de los asientos registrales y de los

documentos que se presenten en cualquiera de los registros.”

2.2 SOLICITUD

= Articulo 2. Solicitud.

1. La solicitud de registro de una topografia de un producto semiconductor sélo
puede comprender y referirse a una topografia.

2. La solicitud de registro debera comprender:
a. Unainstancia.
b. Una descripcion.
c. Una identificacion o representacion grafica.
d. Documentos complementarios, en su caso.

3. Con la solicitud deberd acompafarse el justificante de pago de la tasa prevista
en el apartado 4.1 de la disposicion adicional primera de la Ley 11/1988.

Enero 2019 13
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INSTANCIA

Articulo 3. Instancia.

La instancia por la que se solicita el registro debera dirigirse al Director del Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) y estar firmada por el solicitante o su
representante. Esta instancia  estd  disponible  en el  enlace:
https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios web/TP2.pdf En ella

deberén figurar los siguientes datos:

a) Que se solicita la proteccion juridica de la topografia de un producto
semiconductor (segun el documento de solicitud modelo TP2).

N° SOLICITUD:

MINISTERIO Oficina Espaiiola
P DE INDUSTRIA, COMERCIO de P Py Mareas
¥ TURISMO FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM:

INSTANCIA DE SOLICITUD PROTECCION JURIDICA DE
LA TOPOGRAFIA DE UN PRODUCTO SEMICONDUCTOR

FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:

b) Nombre y apellidos o denominacién social del solicitante, su nacionalidad y
domicilio. Tratandose de personas juridicas se identificaran por su razén social
o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rijan. Las personas
fisicas deberan hacer constar el nidmero de su documento nacional de

identidad o, a falta del mismo, el de otro documento similar.

Enero 2019 14
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1. IDENTIFICACION DEL/LOS SOLICITANTE/S

SOLICITANTES.

APELLIDOS ¥ NOMBRE/DENOMINACION SOCIAL NIF/PASAPORTE
DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE:
DIRECCION POSTAL CODIGO POSTAL'Y PROVINCIA PAIS CODIGO PAIS
LOCALIDAD
DIRECCION CORREQ ELECTRONICO N° TELEFONO INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE
[ correo POSTAL [ correo ELECTRONICO
PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL SOLICITANTE i
DE LA TOPOGRAFIA NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRA IGUALES LAS CUOTAS DE LOS

Directrices de Examen de proteccion de topografias de semiconductores

c) La designacion del creador o creadores de la topografia del producto

semiconductor; en el supuesto de que el solicitante no fuera el creador o el

Unico creador, se mencionara como ha adquirido el derecho a la topografia, y

la existencia de otros creadores en hoja complementaria.

EL SOLICITANTE TAMBIENES CREADOR [ s1 | Qno

MODO DE GBTENCIGN DEL DERECHD
O mvencion tasorar CJconTtrato O sucesion

[ 0TROS (Especificary

2. IDENTIFICACION DEL CREADOR (no rellenar si elllos solicitante/s coincide/n con elllos creadories)

APELLIDOS

NOMBRE

NACIONALIDAD

CODIGO NAC.

MNIF/PASAPORTE.

3. OTROS SOLICITANTES Y/O CREADORES

[JLoS DEMAS SOLICITANTES ¥/Q CREADORES SE INDICAN EN HOJA COMPLEMENTARIA

d) La fecha de iniciacion de la primera explotacion comercial no secreta de la

topografia del producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la

fecha de presentacion de la solicitud de registro.

4. OTROS DATOS

TITULD DE LA TOPOGRAFIA

FECHA DE INICIACION DE LA PRIMERA EXPLOTACION COMERCIAL NO SECRETA DE LA TOPOGRAFIA

DECLARACION

no es comiente en la indusfria de los semiconductores

El solicitants o representante abajo firmante declara que la topografia del producto semiconductor objeto de esta sclicitud es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y

e) Si el solicitante esta representado por un Agente de la Propiedad Industrial, el

nombre de éste, su domicilio profesional y su cédigo de identificacion.

Enero 2019
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5. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

REPRESENTACION N® PODER GENERAL

[JEL soucmanTE NO I EL SOLICITANTE ESTA ] AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ] OTRO REPRESENTANTE

ESTA REPRESENTADO REPRESENTADO POR:

ACTUACION POR MEDIO DE AGENTE NOMBRE: CODIGO DE AGENTE:

ACTUACION POR MEDIO DE OTRO NOMBRE DIRECCION POSTAL

REPRESENTANTE

DIRECCION CORREQ ELECTRONICO N°® TELEFONO INDICACION DEL MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE
[JcoRRED POSTAL [JCORREO ELECTRONICO

f) Un titulo sucinto y preciso de la topografia del producto semiconductor. El
titulo podré incluir los nombres de los productos que componen la topografia y
el ambito de aplicacion de la misma (ver anteriormente Apartado 4 de la
solicitud).

g) Una declaraciéon por la que se indique que la topografia del producto
semiconductor es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no es
corriente en la industria de semiconductores.

h) Relacién de documentos que se acomparian a la solicitud.

5. INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN

O IDENTIFICACION O REPRESENTACION O DESCRIPCION FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE
O DOCUMENTO PUBLICO FECHA DE EXPLOTACION | 0 GRAFICO

[ DECLARACION DE SECRETO COMERCIAL O MUESTRAS

[ JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA SOLICITUD [0 DOCUMENTO DE REPRESENTACION

[ JUSTIFICANTE DE PAGO DE TASA DEPOSITO O oTros: FIRMA DEL FUNCIONARIO

2.4 DESCRIPCION

= Articulo 4. Descripcion.

La descripcion de la topografia del producto semiconductor comprendera un texto
redactado de forma clara y concisa, pudiendo contener referencias a la
representacion grafica. En la descripcibn podra indicarse la utilizaciébn o

utilizaciones a que esta destinada la topografia.

2.5 IDENTIFICACION O REPRESENTACION GRAFICA DE LA TOPOGRAFIA

= Articulo 5. Identificacién o representacion grafica de la topografia.
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La identificacidbn o representacion gréfica estara constituida, en forma que
revele la estructura tridimensional, por dibujos, fotografias o por ambos:

a. De los esquemas para la fabricacién del producto semiconductor.

b. De las mascaras o parte de las mascaras para la fabricacién del

producto semiconductor, o

c. De las capas del producto semiconductor.
Ademéas de la documentacién mencionada que identifica o representa la
topografia, podran presentarse soportes de datos en los que las capas de la
topografia estén registradas en forma codificada, listados de estos soportes de
datos o muestras de la topografia del producto semiconductor.
En el supuesto de que se deposite el material consistente en las muestras de
la topografia del producto semiconductor, se abonara la tasa prevista en el
apartado 4.2 de la disposicion adicional primera de la Ley 11/1988, de 3 de
mayo.
En el caso de existir secretos comerciales, el solicitante debera presentar,
ademas del ejemplar original de la documentacion y el material previsto en los
apartados anteriores, un segundo ejemplar con las partes secretas
desfiguradas. Unicamente quedara sometido a consulta publica el ejemplar

desfigurado. Las partes secretas podran marcarse con la letra «S».

2.6 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

= Articulo 6. Documentacion complementaria.

En su caso, la solicitud debera estar acompafiada de los siguientes documentos

complementarios:

a)

b)

Enero 2019

Autorizacion firmada por el solicitante a favor del Agente de la Propiedad
Industrial que lo represente.

Declaraciéon en documento publico referente a la fecha de iniciacion de la
primera explotacion comercial no secreta de la topografia del producto
semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de presentacion de
la solicitud de registro.

Declaracion relativa a las partes de la documentacion y del material que

identifiquen o representen la topografia del producto semiconductor que
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constituyen secreto comercial. En todo caso, deberd quedar asegurada la
identificacion de la topografia.

= Articulo 7. Normas generales relativas a la presentacion de los documentos de la
solicitud.

Todos los documentos de la solicitud de registro deberan presentarse en formato
A-4 (29,7 por 21 centimetros). Si resulta imprescindible presentar documentacion
gue exceda de dicho formato, se aportara plegada segun formato A4.

= Articulo 8. Recepcion de documentos.

1. El funcionario de la unidad administrativa que reciba la documentacién hara
constar la fecha, la hora y el minuto de su recepcion, comprobara si se
acompafian a la instancia los documentos expresados en la misma y la
remitira, en su caso, al Registro de la Propiedad Industrial. Si se hubiese
entregado en una oficina postal, se hara constar asimismo, el dia, la hora y el
minuto de su recepcion.

2. Se deberd facilitar al solicitante un justificante de la entrega de la

documentacién aportada.
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SECCION 3: PROCEDIMIENTO DE _CONCESION II:_ASIGNACION DE FECHA DE

PRESENTACION Y EXAMEN

3.1 FECHA DE PRESENTACION

= Articulo 9. Fecha de presentacion.

1. A los efectos del articulo 7.1, apartado b) de la Ley, se considerara como

fecha de presentacién, aquella en que tenga lugar de acuerdo con el articulo

1.1 del presente Reglamento, comprendiendo la siguiente documentacion:

a.

b
c.
d

La instancia de la solicitud de registro.
La descripcion de la topografia.
La identificacion o representacion grafica de la topografia.

El justificante del pago de la tasa por solicitud de registro.

Estos documentos constituyen los documentos minimos para obtener una

fecha de presentacion.

2. Dentro de los diez dias contados desde la recepcion en sus oficinas, la OEPM

rechazara de plano, haciendo la correspondiente notificacion al interesado, las

solicitudes que no contengan los documentos mencionados en el apartado

anterior.

Atencién: Un solicitante puede perder la posibilidad de registrar una topografia que ha

sido explotada comercialmente 2 afios antes si ha dejado pasar ese plazo y no se le

admite a trdmite por la falta de alguno de estos documentos

3.2 EXAMEN DE SOLICITUD

= Articulo 10. Examen de solicitud.

1. Admitida a tramite la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial examinara

si la misma se ajusta a lo preceptuado en los articulos 2 al 7 del presente

Reglamento.

2. Asimismo, comprobard en su caso:

a. Silatasa de depdsito de material ha sido pagada.

Enero 2019
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b. Sila fecha de presentacion de la solicitud esta comprendida dentro del
plazo de los dos afos anteriores, contados a partir de la fecha de
iniciacion de la primera explotacion comercial.

3. Si como resultado del examen previsto en el apartado anterior, la solicitud de
registro presentase algun defecto, el Registro de la Propiedad Industrial
comunicara las objeciones para que el solicitante, en el plazo de dos meses,
subsane los defectos o efectle las alegaciones que estime oportunas en

defensa de la solicitud de registro.

3.3 RESOLUCION
= Articulo 11. Resolucion.

1. Si del examen realizado conforme a lo previsto en el articulo 10, no resultan
defectos que impidan la concesion o cuando tales defectos hubieran sido
debidamente subsanados, el Registro de la Propiedad Industrial concedera el
registro.

2. El Registro de la Propiedad Industrial denegara la solicitud de registro cuando
subsistan defectos que no hubieran sido debidamente subsanados en el plazo
otorgado al efecto.

3. Se publicaran en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» las menciones
relativas a la concesion o denegacion con los datos necesarios para la

identificacion de la solicitud.
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CAPITULO 3: DISPOSICIONES ADICIONALES

SECCION 1: REGISTRO DE TOPOGRAFIAS

= Articulo 12. Registro de topografias.

1. En el Registro de la Propiedad Industrial se llevara un Registro de topografias de
productos semiconductores donde se inscribiran los datos identificativos del
expediente, asi como las menciones relativas tanto a la tramitacion de las
solicitudes de proteccién como las que afecten posteriormente a su vida legal.

2. Particularmente, se inscribira en el citado Registro cuando asi proceda, la fecha
de iniciacién de la primera explotacion comercial no secreta de la topografia del
producto semiconductor, cuando dicha fecha sea anterior a la fecha de

presentacion de la solicitud de registro.

SECCION 2: CONSULTA PUBLICA

= Articulo 13. Consulta publica.

1. El Registro de topografias de productos semiconductores estara abierto a
consulta publica.

2. Asimismo, se pondran a disposicion del publico, una vez publicada la mencién
de concesion, todos los documentos de la solicitud y, en su caso, la muestra
de la topografia del producto semiconductor, siempre que no exista secreto
comercial.

3. Los documentos y muestras mencionados en el apartado 2 no podran ser

copiados ni entregados sin autorizacion del titular registral.

SECCION 3: DISPOSICION SOBRE APLICACION SUPLETORIA

= DISPOSICION ADICIONAL

Aplicacion supletoria de la legislacion de patentes.
En defecto de norma expresamente aplicable, regiran para las topografias de los

productos semiconductores las disposiciones del Reglamento de ejecucion de la
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Ley 11/1986, de 20 de marzo, siempre que no sean incompatibles con la
especialidad de aquéllas. Entre otras, le seran aplicables las normas relativas a

los procedimientos de concesion y transmision de patentes.

Actualmente la Ley de Patentes 11/1986 ha sido derogada por la vigente Ley 24/2015, de
24 de Julio, de Patentes.

SECCION 4: DURACION Y MANTENIMIENTO

A partir de lo estipulado en la Ley 11/1988, se detallan las cuestiones de la duracion de la

proteccion y el mantenimiento de la misma.

= Articulo 7. Duracion de la proteccion.

1. Los derechos exclusivos contemplados en el articulo 2 naceran en la primera en
el tiempo, de las fechas siguientes:
a. En la que la topografia ha sido objeto de explotacion comercial por
primera vez en cualquier lugar del mundo.
b. En la que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma.
2. Los derechos exclusivos expiraran transcurridos diez afios contados a partir de la
primera en el tiempo de las siguientes fechas:
a. El fin del afio en el que la topografia ha sido objeto de explotacion
comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo.
b. El fin del afio en el que se haya presentado la solicitud de registro en

debida forma.

No obstante, quedara sin efecto todo registro relativo a una topografia que no haya sido
objeto de explotacién comercial en ningun lugar del mundo en el plazo de quince afos,

contados a partir de la fecha de su primera fijacion o codificacion.

Finalmente, la Disposicion Adicional Primera de la Ley establece el pago de una tasa al

Registro de la Propiedad Industrial que cubre la solicitud de registro, el depdsito de
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material y la inscripcion de transferencias. En esta modalidad de proteccidon no se pagan

tasas de mantenimiento o anualidades como si se hace en otras modalidades.
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